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Les cellules solaires à multi-jonctions offrent la possibilité de dépasser les rendements théoriques 

maximum des cellules solaires constituées d’une simple jonction. Les rendements records pour les 

technologies couplant des matériaux III-V et silicium sont de 32.8 % et 35.9 % pour des cellules 

constituées respectivement, de deux jonctions (GaAs/Si – 4 terminaux) et de trois jonctions 

(GaInP/GaAs/Si – 4 terminaux).[1] Parmi toutes les configurations possibles, l’association monolithique, 

ou 2 terminaux (2T), est la plus développée au niveau industriel. Les efficacités record pour cette 

association atteignent 24.3 % lorsque les matériaux III-V (GaInP/GaAs) croissent directement sur le Si 

et 34.1 %  lors que les matériaux III-V (GaInP/AlGaAs) sont collé sur le Si.[2] Toutefois la caractérisation 

des multi-jonctions monolithiques présente un enjeu certain du fait du couplage électrique et optique 

entre les jonctions qui constituent la structure.  

Dans des travaux récents, nous avons détaillé une méthode non-destructive permettant de séparer les 

capacités de chacune des sous-cellules dans une cellule tandem 2T.[3] Il a été montré que sous une 

illumination spécifique où une seule des sous-cellules absorbe entièrement la lumière comme représenté 

sur la Figure 1, la capacité de la cellule absorbante est entièrement court-circuitée dès lors que la 

fréquence du signal de mesure AC est suffisamment faible. La Figure 2 montre les résultats de 

simulation avec Silvaco Atlas des courbes capacité-fréquence à température ambiante d’une structure 

tandem AlGaAs/Si [4] où la sous-cellule du haut (Top) est la cellule absorbante sous illumination (TSCλ1). 

La Figure 2 montre que pour des fréquences inférieures à 1 kHz la capacité de la TSCλ1 est égale à la 

capacité de la cellule du bas (Bottom). Des mesures capacité-tension à des fréquences inférieures à 1 

kHz permettent alors de remonter aux propriétés de la cellule Bottom (Densité de dopage dans la base 

et potentiel de diffusion). 

 
 

Figure 1 : Schéma de la cellule tandem éclairée de sorte que 

seule la Top absorbe la lumière. 

Figure 2 : Simulations des courbes C-f  de la structure 

TSCλ1, de la Bottom et des simulations de la Top et de la 

Bottom simulées indépendamment et mises en série.  

Ce principe est appliqué pour la caractérisation par spectroscopie d’admittance[5] sur des multi-

jonctions (AlGaAs/Si et GaInP/GaAs/Si) préalablement irradiées aux électrons.[4,6] Les résultats 

expérimentaux seront complétés par une étude de modélisation afin d’extraire des informations sur les 

défauts électriquement actifs des sous-cellules. 
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